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Созданы и исследованы неохлаждаемые микроболометры с диодами Шоттки PtSi/поли-Si, Измерены концентрация электрически активной примеси, холловская подвижность электронов в слое поликремния, температурные коэффициенты сопротивления диодов в широком интервале температур при различных значения тока и фотоэлектрические характеристики микроболометров.
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Одной из перспективных областей применения силицидов металлов на поликристаллическом кремнии является использование их в качестве термочувствительных элементов при создании монолитных неохлаждаемых микроболометрических фотоприемных матриц для широкой спектральной области. Достоинствами таких структур является возможность встраивания технологического процесса их формирования в стандартную кремниевую МОП-технологию, возможность каскадного включения диодов Шоттки для повышения температурной чувствительности болометрических элементов матрицы, использование слоев диодных структур в качестве поглощающих покрытий болометрических ячеек [1].
В данной работе исследованы характеристики диодов Шоттки на пленке поликристаллического кремния, сформированной на мембране с диэлектрическими слоями SiO2–Si3N4. Болометры формировались по стандартной КМОП и МЭМС-технологии [2].
Структурные особенности формирования диодов Шоттки в процессе их изготовления детально исследованы на спутниках методами просвечивающей электронной микроскопии. 

Показана перспективность диодных болометров на основе барьеров Шоттки PtSi/поли-Si для применения в качестве чувствительных элементов неохлаждаемых микроболометрических матриц.
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Рис. 1. Изображение микро�боломе�т�ра.









